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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年9月14日(2017.9.14)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８１】
　概念２６。フィールドプレート絶縁体領域の厚さ、及びフィールドプレート領域とフィ
ールドリング領域の間のコンタクトエリアの厚さは、ドレイン電圧がピンチオフ電圧より
大きいときに、各フィールドプレート領域が異なる電位にフロートするように選択される
、概念２１～２５のいずれか１つによる金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　複数のフィールドプレート絶縁体領域、
　　前記複数のフィールドプレート絶縁体領域の間に散在する、複数のフィールドプレー
ト領域、及び
　　前記複数のフィールドプレート領域が結合されたフィールドリング領域
　を含むフィールドプレート積層体と、
　ゲート絶縁体領域によって取り囲まれたゲート領域を含むゲート構造体と、
　ソース領域と、
　ドリフト領域と、
　前記ゲート構造体、前記ソース領域、前記ドリフト領域、及び前記フィールドリング領
域の間に配置されたボディ領域と
　を備え、
　前記複数のフィールドプレート絶縁体領域の少なくとも一つの厚さ、及び前記複数のフ
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ィールドプレート領域の少なくとも一つと前記フィールドリング領域の間のコンタクトエ
リアの厚さは、ドレイン電圧がピンチオフ電圧より大きいときに、各フィールドプレート
領域が異なる電位にフロートするように選択されている、装置。
【請求項２】
　前記フィールドリング領域を介して、前記複数のフィールドプレート領域のそれぞれと
、前記ボディ領域とが結合している、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ドリフト領域は、リン又は砒素で中濃度ドープされたエピタキシャルシリコンを備
え、
　前記複数のボディ領域は、ボロンで中濃度ドープされたシリコンを備え、
　前記複数のソース領域は、リン又は砒素で高濃度ドープされたシリコンを備え、
　前記複数のゲート領域は、リン又は砒素で高濃度ドープされたポリシリコンを備え、
　前記複数のフィールドプレート領域は、ボロンで高濃度ドープされたポリシリコンを備
え、
　前記複数のフィールドリング領域は、ボロンで高濃度ドープされたエピタキシャルシリ
コンを備える、
　請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ドリフト領域は、ボロンで中濃度ドープされたエピタキシャルシリコンを備え、
　前記複数のボディ領域は、リン又は砒素で中濃度ドープされたシリコンを備え、
　前記複数のソース領域は、ボロンで高濃度ドープされたシリコンを備え、
　前記複数のゲート領域は、ボロンで高濃度ドープされたポリシリコンを備え、
　前記複数のフィールドプレート領域は、リン又は砒素で高濃度ドープされたポリシリコ
ンを備え、
　前記複数のフィールドリング領域は、リン又は砒素で高濃度ドープされたエピタキシャ
ルシリコンを備える、
　請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記フィールドプレート積層体の深さは、前記ゲート構造体の深さより大きい、請求項
１に記載の装置。
【請求項６】
　第１のタイプのドーパントで中濃度ドープされた半導体層を、前記第１のタイプのドー
パントで高濃度ドープされた半導体層上に形成するステップと、
　前記第１のタイプのドーパントで中濃度ドープされた前記半導体層内に、複数のフィー
ルドプレート積層体トレンチを形成するステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチの側壁に沿って、前記第１のタイプのドーパン
トで中濃度ドープされた前記半導体層内に、第２のタイプのドーパントで高濃度ドープさ
れた半導体領域を形成するステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、第１の誘電体層を形成するステップであ
って、前記第１の誘電体層は、底部と２つの側部とを有する、ステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の前記第１の誘電体層上に、前記第２のタイ
プのドーパントで高濃度ドープされた第１の半導体層を形成するステップであって、前記
第１の半導体層の第１の部分は、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前
記半導体領域の第１の部分と接触し、前記第１の半導体層の第２の部分は、前記第１の誘
電体層の前記底部及び前記２つの側部内に配置されている、ステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第１の半導体層上に、第２の誘電体層を形成するステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の前記第２の誘電体層上に、前記第２のタイ
プのドーパントで高濃度ドープされた第２の半導体層を形成するステップであって、前記
第２の半導体層の一部分は、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前記半
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導体領域の第２の部分に接触する、ステップと、
　前記第１のタイプのドーパントで低濃度ドープされた前記半導体層内に、複数のゲート
トレンチを形成するステップと、
　前記ゲートトレンチ内に誘電体層を形成するステップと、
　前記ゲートトレンチ内の前記誘電体層上に、前記第１のタイプのドーパントで高濃度ド
ープされた半導体層を形成するステップと、
　前記第１のタイプのドーパントで中濃度ドープされた前記半導体層内に、前記第１のタ
イプのドーパントで高濃度ドープされた前記半導体層と反対側に、且つ前記ゲートトレン
チ内の前記誘電体層と、前記フィールドプレート積層体トレンチの側壁に沿って前記第２
のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前記半導体領域の間に、前記第２のタイプの
ドーパントで中濃度ドープされた半導体領域を形成するステップと、
　前記第２のタイプのドーパントで中濃度ドープされた前記半導体領域内に、前記第１の
タイプのドーパントで低濃度ドープされた前記半導体層と反対側に、前記ゲートトレンチ
内の前記誘電体層に隣接するが、前記フィールドプレート積層体トレンチの側壁に沿って
前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前記半導体領域からは前記第２のタ
イプのドーパントで中濃度ドープされた前記半導体領域によって分離された、前記第１の
タイプのドーパントで高濃度ドープされた半導体領域を形成するステップと
　を含み、
　ソースとドレイン間のチャネルにおける電位降下プロファイルに応じて、前記第１の半
導体層及び前記第２の半導体層は、ソース領域及びドレイン領域に対するそれらの位置に
応じて異なる電位にフロートされている、方法。
【請求項７】
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第２の半導体層上に、第３の誘電体層を形成するステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の前記第３の誘電体層上に、前記第２のタイ
プのドーパントで高濃度ドープされた第３の半導体層を形成するステップであって、前記
第３の半導体層の一部分は、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前記半
導体領域の第３の部分に接触する、ステップと
　をさらに含み、
　ソースとドレイン間のチャネルにおける電位降下プロファイルに応じて、前記第１の半
導体層、前記第２の半導体層及び前記第３の半導体層は、ソース領域及びドレイン領域に
対するそれらの位置に応じて異なる電位にフロートされている、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第３の半導体層上に、第４の誘電体層を形成するステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の、前記第４の誘電体層上に、前記第２のタ
イプのドーパントで高濃度ドープされた第４の半導体層を形成するステップと
　をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、第１の誘電体層及び第１の半導体層を形
成する前記ステップが、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、第１の誘電体層を成長させるサブステッ
プと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第１の半導体層の一部分を堆積するサブステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第１の半導体層の前記部分を、第１の所定の厚さまでエッチバックする
サブステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の前記第１の誘電体層を、前記フィールドプ
レート積層体トレンチ内の前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前記第１
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の半導体層の前記部分の前記第１の所定の厚さまで、エッチバックするサブステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第１の半導体層の他の部分を堆積するサブステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチ内の、前記第２のタイプのドーパントで高濃度
ドープされた前記第１の半導体層の前記他の部分を、第２の所定の厚さまでエッチバック
するサブステップであって、前記第２の所定の厚さの前記第２のタイプのドーパントで高
濃度ドープされた前記第１の半導体層の前記他の部分は、前記第２のタイプのドーパント
で高濃度ドープされた前記半導体領域の前記第１の部分に接触する、サブステップと
　を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記フィールドプレート積層体トレンチの側壁に沿って、前記第１のタイプのドーパン
トで低濃度ドープされた前記半導体層内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドー
プされた半導体領域を形成する前記ステップが、前記フィールドプレート積層体トレンチ
の側壁に沿って、前記第１のタイプのドーパントで低濃度ドープされた前記半導体層内に
、前記第２のタイプのドーパントを傾斜注入するサブステップを含む、請求項６に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記フィールドプレート積層体トレンチの側壁に沿って、前記第１のタイプのドーパン
トで低濃度ドープされた前記半導体層内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドー
プされた半導体領域を形成する前記ステップが、
　前記フィールドプレート積層体トレンチにおいて、前記第２のタイプのドーパントで高
濃度ドープされた前記第１の半導体層の前記部分に隣接する前記フィールドプレート積層
体トレンチの側壁に沿って、前記第１のタイプのドーパントで低濃度ドープされた前記半
導体層内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた第１の半導体領域を形
成するサブステップと、
　前記フィールドプレート積層体トレンチにおいて、前記第２のタイプのドーパントで高
濃度ドープされた前記第２の半導体層の前記部分に隣接する前記フィールドプレート積層
体トレンチの側壁に沿って、前記第２のタイプのドーパントで中濃度ドープされた前記半
導体領域内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた第２の半導体領域を
形成するサブステップと
　をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記フィールドプレート積層体トレンチの側壁に沿って、前記第１のタイプのドーパン
トで低濃度ドープされた前記半導体層内に、前記第１のタイプのドーパントで高濃度ドー
プされた第１の半導体領域を形成する前記サブステップ、及び前記フィールドプレート積
層体トレンチの側壁に沿って、前記第２のタイプのドーパントで中濃度ドープされた前記
半導体領域内に、前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた第２の半導体領域
を形成する前記サブステップが、前記フィールドプレート積層体トレンチ内の前記第２の
タイプのドーパントで高濃度ドープされた前記第１の半導体層、及び前記フィールドプレ
ート積層体トレンチ内の前記第２のタイプのドーパントで高濃度ドープされた前記第２の
半導体層から、前記第２のタイプのドーパントを外方拡散させることを含む、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　高濃度第１タイプドープ半導体を備えるドレイン領域と、
　前記ドレイン領域上に配置されたドリフト領域であって、中濃度第１タイプドープ半導
体を備えるドリフト領域と、
　前記ドリフト領域上に、ドレイン領域と反対側に配置された複数のボディ領域であって
、中濃度第２タイプドープ半導体を備える複数のボディ領域と、
　前記複数のボディ領域上に、前記ドリフト領域と反対側に配置された複数のソース領域
であって、前記複数のソース領域は、高濃度第１タイプドープ半導体を備え、前記複数の
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ソース領域、前記複数のボディ領域、及び前記ドリフト領域は、複数のゲート構造体に隣
接する、複数のソース領域と、
　複数のゲート構造体であって、各ゲート構造体が、
　　前記複数のソース領域及び前記複数のボディ領域を貫いて延び、前記ドリフト領域内
に部分的に延びる、複数の実質的に平行な細長いゲート領域、及び
　　前記複数のゲート領域と前記複数のソース領域、前記複数のボディ領域と前記ドリフ
ト領域のそれぞれの１つの間にそれぞれが配置された複数のゲート絶縁体領域、
　を含む、前記複数のゲート構造体と、
　複数のフィールドプレート構造体であって、各フィールドプレート構造体は、前記ボデ
ィ領域を貫いて、前記ドリフト領域に延びて配置され、各ゲート構造体は、１組のフィー
ルドプレート構造体の間に配置され、各フィールドプレート構造体は、
　　複数のフィールドプレート絶縁体領域、
　　高濃度第２タイプドープ半導体を備え、前記複数のフィールドプレート絶縁体領域の
間に散在する、複数のフィールドプレート領域、及び
　　前記複数のフィールドプレート領域と前記隣接するドリフト領域との間に配置され、
前記複数のフィールドプレート領域に結合された、フィールドリング領域
　を含む、複数のフィールドプレート構造体と
　を備え、
　ソースとドレイン間のチャネルにおける電位降下プロファイルに応じて、前記隣接する
フィールドプレート領域は、前記ソース領域及びドレイン領域に対するそれらの位置に応
じて異なる電位にフロートされている、装置。
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